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TI CMOS FET circuit layout - has common gate and drain electrodes in 
vertical or lateral configuration. 
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The layout for CMOS FETs features a single gate contact and a 
common drain contact for both transistors. The layout is applicable for 
a variety of semiconductors materials and may be configured either 
vertically or laterally. The lateral arrangement for silicon comprises 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe buffer layer 
covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and Si (26) layers. P-type 
(27,28) and n-type ("29, 30) regions are formed by implantation and 
extend to the i-Si layer (24) and the i-SiGe layer (25) respectively to 
enable the formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36) , separate n and p-type source 
contacts (27,28) and a single gate (39,40) contact, the latter being 
arranged to overlap the implanted p and n-type regions to assist 
channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact width and substrate area required for 
CMOS FETs. 
5c/5 
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(5) Anordnung und Verfahren zur Herstellung komplementarer Feldeffekttransistoren 

(g) Die Erfindung betrifft eine CMOD- Anordnung be* 6r 
n- MOD FET und p-MODFET derart angeordnet aind. daft mm 
gemeinsamer Gaie und Drain-Kontafcl fur die fcompiamen- 
taren MOD FET herstellbar tst. Die kom piemen tar en MOD FET 
warden cniwed«r wrtikal Oder literal hintereinander auf 
emem SubStrst angeordnet. 
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Beach reibung 

Die Erfindung betrifft cine integrierte Hslbleheran* 
ordnung und ein Verfahren zu dercn Herstellung nach 
dem Oberbegriff der PatentansprOche 1 . 8 und 1 0. 5 

Die Erfindung findet Anwendung bci der Herstelhmg 
von sogenanntcn CMOD-Schahungen. Diese Schaltun- 
gen enthalten jnindestens eine Serienscbahung aus zwei 
kompiementaren MOD (mc< Julationsdoi>crten)-Feidef- * 
fekttransistoren (MOD»FE T)l z. B. eine Serienschaltung 10 
aus e inem n-Kanal-MODFET und einem p-Kanal- 
MODFET. MODFET besitzen hohe Ladungstragerbe- 
weglichkeitem so daO CMOD-Schaltungen hohe Schah- 
geschwindigkeiten erreichen. Eine deranige SchaJ* 
tungsanordnung ist aus der DE-OS 37 31 000 bekannt. 13 
bei der auf einem Si-Substrat zwei MODFET nebenein- 
ander angeordnet sind und die gleiche Kanal-Halblei- 
icrschichtenfolgen besitzen. Derarog angeordnete 
CMOD-Schaltungen erfordern lange elektrische Zulet- 
tungm und es entstehen relaiiv groDe Bahnwiderstande. 30 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde. 
eine gattungsgemaBe HaJbieiteranordnung und ein Ver- 
fahren zu dercn Herstellung anzugeben, bei der kom> 
pakte, kurze elektrische Zuicitungcn hers tell bar sind. 

Diese Aufgabe wird geldst durch die im kennzeich- 23 
nenden TeU der PatentansprOche 1. 8 und 10 angegebe* 
nen Merkmalc. Vorteilhafte AusgestaJtungen und/oder 
Weiterbildungen sind den Unteranspruchen entnehra- 
bar. 

Die erfindungsgemaBe CMOD-Anordnung hat den 30 
Vorteil daB die komplememlren MODFET Ober einen 
gemeinsamen Gate-Kontakt ansteuerbar sind. Deswei- 
teren ist auch die MODFET- Anordnung so gewfihtt. daO 
ledigltch ein Drainkontakt benotigt wird. Dadurch sind 
kompakte und kurze elektrische Zulettungen fur die 35 
CMOD- Anordnung herstellbar. 

Bei den vertikal angeordnetc n ko mpiementaren 
MODFET werden bekannte MODFET- Strukturen fur 
die Einzefbauelememe verwendei Der Aufbao der Ein- 
zelbauclcmente kasn jedoch im Hinblick auf die Ge- 40 
samtanordnung opumiert werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausf Oh* 
rungsbeispielen unier Bezugnahme auf schema tische 
Zeichnungen naher erlauierL 

In Fig. 1 ist die Kontaktierung der erfindungsgemi- 43 
Oen CMOD- Anordnung schema tisch dargestellL 

Die Fig. 2 und 3 zeigen beispielhafte Halbleiter- 
schichten folgen fur vertikal angeordnete kom piemen tar 
MODFET. 

In den Fig. 4 und 5 sind die Verfahrensschritte zur so 
Herstellung von venikalen und latcraien CMOD-An- 
ordnungen angegeben. 

Urn eine Ko ntakt ierung gemiB Fig. 1 von kompie- 
mentaren MODFET zu ermdgtichen, ist es beispieiswei- 
se vorteUhaf t einen n-MODFET Ober einen p-MODFET 33 
anzuordnen, FQr die Herstellung eincr derartigen An- 
ordnung wird beispielsweisc auf einem p~ -Si-Substrat 1 
eine Halbleiterschichtenfolge aus 

- eincr undotierten SiojGeco-Schicht 2 mit eincr eo 
Schichtdicke von 10 bis 50 run. 

- einer p~p+p~ -Si-Schkhtenfolge 3, 4. 3 mit einer 
Gesamtdicke von erwa 50 nm, 

- einer p^-doticrten Atzstoppschicht 13 aus Si 
oder SiOe mit einer Schichtdicke von etwa 20 nm <y 

- einer undotierten Puff erschicht 6 aus SiojsGetus 
mit einer Schichtdicke von etwa 300 nm, 

- einer undotierten Si-Schicht 7 mit einer Schicht- 
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dicke von 1 0 bis 50 nm 

- einer n~n *n--Sii-,Ce.Schicbtenfolge ft. 9. 10 
mit cincr Gesamtschichtdicke von erwa 30 nm und 
einem Gc-Antcil von x • 0,5, 

- eine n~-dotienen Si-Schicht If mit einer 
Schichtdicke von etwa 20 nm. und 

- einer n + -dotienen Kontaktschicht 12 aus Si mit 
einer Schichtdicke von etwa 10 nm aufgebracht 
(Fig.2). ' 

Di e aktiven Bauelementschichten fOr den p-MOD- 
FET sind die Schichten 2 bis 5 und fUr den n-MODFET 
die Schichten € bis 11. Die Ladungstrtgcr werden bci 
einem derartigen Schichtaufbau jeweils aus der hochdo- 
rierten Si-Schicht 4 bzw. SiGe-Schicht 9 in die p-Kanal- 
schicht des p-MODFET. die SicuGeaj- Schicht 2, bzw. in 
die n-Kanalschicht des n-MODFET. die Si-Schicht 7. 
trans ponierL An der Grenzsehicht zwischen der 
SiaiGeoLZ-Schicht 2 und der p~-Si- Schicht 3 wird ein 
zwesdimensionales Lochergas (2DHG) erzeugt. An der 
Grenzsehicht zwischen der Si-Schicht 7 und der n - Si- 
Ge-Schicht B wird em zweidimensionales Elektronengas 
(2DEC)erzeugL Die zusatziichc Kontaktschicht 12ver- 
bessert die KomaktfaJrigkeh der Source- und Dratn- 
Kontakte des n-MODFET. Die zusatzuche hochdotierte 
Si- oder SiGe-Schicht 13 kann einerseits aJs Kontakt- 
schicht fOr den p-MODFET verwendet werden ais auch 
ab A tzstoppschicht da zur Struktuherung des p-MOD- 
FET die HaJbleiterschichten 6 bis 12 bcretchsweise weg- 
geatzt werden. 

Der Schichtaufbau der kompiementaren MODFET 
kann auch durch weitere, fur herkommliche MODFET 
ubJiche ModiTikationen abgeandert werden. So kann 
z. B. die Pufferschicht 6 weitere Heterostrukturschich- 
ten oder ein Cbergitter aus Si- und SiGe- Schichten ent- 
hahen. 

Die in Fig. 2 angegebene Schicht enfolgc kann auch 
derart abgeandert werden. daB die p-MODFET- Schich - 
ten 2 bis 5 Ober den n-MODFET-Schichten 6 bis 11 
aufgewachsen werden. 

AuBerdem kann auch die folgende Halbleiterschich- 
tenfoige (Fig. 3) fur eine CMOD- Anordnung. bei der 
z. B. der p-MODFET Ober dem n-MODFET liegt, ver- 
wendet werden. Der p-MODFET besitzt einen p-Kana] 
aus einer Ge-Schicht 2a. 

Fflr den n-MODFET ist auf dem Si-Substrat 1 eine 
Sii_«Ge«-Schicht 6a mit einem Ge-Anteil x > 0J5. und 
einer Schichtdicke von > 0.5 urn ab Puffer aufgewach- 
sen, urn die mechanischen Verspamtungen auszuglei- 
chen, die durch unterschiedliche Gitterkonstanten des 
Si-Subs trats und der St-Ge-Schichten 7 bis 10 des 
n-MODFET zustande kommea Zwischen der n-MOD- 
FET-Sc hicht cnfolge und der darauf abgeschiedenen 
p-MODFET- Schichtenfolge sind eine n^-dooerte Att- 
stoppschicht 13 a und ein sog. Spacer 6b aufgewachsen, 
Der Spacer 6b besteht z. B. aus einer SiojGecj-Schicht 
mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm (Fig. 3). Die 
Schichten 6a. 6b konnen auch beide ab PufTerschichten 
ausgebildet werden, wo bei die Schicht 6a aus 
SjojsGcus mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm und 
die Schicht 6b aus ShusGcqjs mit einer Schichtdicke 
von 200 nm besteht 

Zur Herstellung einer geeigneten CMOD- Sena) lung 
mit einer kompakteru kurzen Kontaktierung wird aus* 
gchend von den oben besc hrieb enen HaJblciterschich- 
tcniolgcn die oberc MODFET-Schichtenfolge bis zur 
Atzstoppschicht 13 bereichsweise abgetra^en, etwa 
durch Mesa-Atzen AnschiieBend wird die Atzstopp- 
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schicht 13 bis zur Schicht 5 entferm. Es entsteht die 
rnesafdrmige obere MODFET- Struktur 14 (Fig. 4a). 

Danach wird die untere MODFET-Schicbtenfolge 
mesaformig abgeitzt. derart dafi zwischcn der obercn 
und unteren MODFET-Srruktur 14, 13 em Gate-Zulei- 3 
tungs- Bereich 16 freigelegt wird AuflcrhaJb der MOD- 
FET-Strukturen 14. 15 und im Gate-Zuleitungs- Bereich 
16 liegt das Substrat 1 fret (Rg. 4b). Gegebenenfalls ist 
c$ ffir eine einfachere Leiterbahnenfuhnjng uber die 
Mcsaflanken und eine bessere ] ustiermoglichkeit f Or die 10 
Atzmasken vorteilhaft. ei nen B ereich 17 zwischcn der 
obercn und unteren MODFET-Struktur 14. 15 als Stufe 
einzubringen. (Fig. 4b). AnschlicBend erfolgt die Struk- 
turierung der Source*. Drain- und Gate- Kontakte. Die 
Source- Kontakte (18, 18a) we rden auf der Obcrflache 15 
der obercn und unteren MODFET-Siruktur 14, 15 ge- 
tTcnni angeordnet (Fig. 4c). Ein gemeinsamer, die 
MODFET-Strukturen 14. 15 uberlappcnder Drain- Kon- 
takt 19 wird auf der Obcrflache der MODFET ange- 
bracht (Fig. 4c). Die clcktrischen Zuleitungen 21b, 21c 20 
zu den Source* und Drain- Kontak ten 18. 18a, 19 fohrcn 
Ober die Mesaflanken der MODFET-Strukturen 14. 15 
auf das Substrat 1. Die clcktrischen Zuleitungen kOnnen 
auch uber ein auf der MODFFT-Obcrflache an den Mc- 
saflanken aufgebrachte passivierende Schicht gcfOhrt 39 
werden. 

Da nur wenige Kontaktmaterialien, z. B, gctempcrtes 
Aluminium, einige Silizide. geeignet sind. sowohl auf et- 
ner n- ais auch p-lcitenden Schicht aufgebracht zu wer- 
den, ist es vorteilhaft, unterschiedlich leitfahige Zonen 30 
auf der Obcrflache der MODFET-Strukturen 14, 15 fur 
die ohmschen Kontakte zu implantieren oder geeignete 
ohmsche Kontakte aus unter schiedlichen leit/ahigen 
Materialien auf den MODFET-Oberflachen aufzubrin* 
gen und anschiieOend eine einbehliche Metailisierung 35 
z. B. mit Al. durchzufuhren. Dadurch wird die Kontakt- 
flhigkeit der Source- und Drain- Kontakte opuraicrt 
und es wird ein fur die Kontaktbildung bei gieichzehiger 
Herstellung der ohmschen IContakte notwendiger Tem- 
perschritt eingesparL 40 

Nach der Herstellung der ohmschen Kontakte 18. 
18a, 19, die enrweder beim Legieren oder Aktivieren der 
implantierten n*. und p* -Zonen einen Temperschhtt 
erforderrt wird der Gate- Kontak t 20 hergestellt 
(Fig. 4c). Es wird eine gemein same den n- und p- Bereich 45 
der obercn und unteren MODFET-Stmktur 14, 15 Ober- 
lappender und uber den Gate- Bereich 16 fQhrender Ga- 
te-Kontakt 20 aufgebracht. Fur eine Si/SiGe-CMOD- 
Struktur eignen sich zur Herstellung etnes Gate als 
Schottky - Kontakt z> B. Ti oder MoSij oder CrSb. so 

Alternatrv kann auch ein MLS-Cate mit einer dQnncn 
Isolatorschicht von erwa 20 bis 50 nm unter dem meuU>- 
schen Gate- Kontakt hergesteOt werden. Die eJektrische 
Zuleitung 21a zum Gate- Kontakt 20 wird zwischcn den 
MODFET-Strukturen 14. 15 im Bereich 16 auf das Sub- 55 
strat 1 aufgebracht. 

Fur die elektriscben Zuleitungen for die Gate-, Sour- 
ce- und Drain- Kontakte wind z. B A) oder TiAu verwen- 
deL Die clcktrischen Zuleitungen sind mOgiichst dick 
gestaitet mit eincr Dickc von mind est ens 0.2 ujn. 60 

Ein wcitcres Ausfuhrungsbcispie) fur eine C MOD- 
Anordnung ist eine latcralc Anordnung der MODFET. 
Zu deren Herstellung wird eine HaiWeitcrschichtenfol- 
ge gemafl der DE-OS 37 31 000 verwendet. bet der auf 
einem Si-Substrat 1 eine undouerte SiGe-Puffcrschich- &s 
ten 2 und darauf die KanaJschichten 24, 25, 26 aus i-Si, 
i-SiGe und i-Si aufgebracht sind (Fig. 5a>. 

In dieser Scfaichtenfolge werden die Ladungstrager 



aus implantierten Bereichen 27. 28. 29, 30 lateral in den 
n- und p-Kanal abgegeben. Die implantierten Bereiche 
27. 28 for z. B p-Leitung und die implantierten Bereiche 
29. 30 fur z. B. n-Leitung werden gemafl Fig. 5a htnter- 
einander in die Halbleiterschichtenfolge eingebracht. 
Die Ticfc der Implantationsbereiche 29. 30 muO uber die 
i-SiGe-Schicht 25 hinausreichen in der das 2DHG 31 
erzcugt wird (Fig. : 5aX Die Implantationsbereiche 27, 
28 musseh bis in die i-Si-Schicht 24 ausgebildet' werden, 
da sich in der i-Si- Schicht das 2 DEG bildet. Das Implan- 
tationsprofil der Bereiche 27, 2ft. 29. 30 mufl eine geringe 
Oberflachenkonzemraiionf < 10 17 cm* 3 ) und cine hohe 
Konzentraiion ( > lO^cm-^von Ladungstragern im Be- 
reich des 2DHG bzw. 2D EG aufweisen. Dadurch ist 
gcwahrlcistcu dafl ein guter Schottky- Kontakt als Gatc- 
Kontakt auf der Obcrflache der CMOD- Anordnung, 
der die Implantations bereiche 27, 28 bzw. 29. 30 flbcr- 
lappt hergestellt isL AuBerdexn wird dadurch eine hohe 
Ladungstragerflachendichte im 2DHG bzw. 2 DEG cr- 
zielL Derartige Implantationsprofile werden erreicht. 
z. B mit Implantaten wic BFj oder As bei Energien urn 
20 keV. 

Da sich jedoch gering dotierte Bauelementoberfla- 
chen fur ohmsche Kontakte nur sehr schlecht eignen. 
werden vorzugsweise zusatzlich zu den implanrienen 
Bereichen 27. 28k 29 30 n+- bzw. p ♦ -dotierte Zonen 32. 
33, 34, 35 in die Halbleiterschichtenfolge eingebracht 
(Fig. 5bV Auf diese hochdobenen Zonen 3Z 33, 34. 35 
werden gemlfi Fig. 5c die Source* und Drain-Kontakte 
36, 37, 38 mit geeignet en Metallisierungsverfahren aui- 
gebracht. Die Source- Kontakte 37, 38 sind getrennt auf 
der CMOD- Anordnung aufgebracht. Als Drain- Kon- 
takt fur den n- MODFET und den p- MODFET ist cin 
gemeinsamer ohmscher Kontakt geeignet. Anschiie- 
Bend wird ein gemeinsamer Gate- Kontakt 39 zwischen 
den Source-Kontakten 37, 38 und dem Drain-Kontakt 
36 hergestellt (Rg. 5c). Der Gate-Kontaki 39 ist so di- 
mensioniert. dafi er die n- und p- Bereiche 27. 28. 29. 30 
uberiappt Dadurch wird eine seitliche EinschnOning 
des 2DHG bzw. 2DEG durch eine tiefc Raumladungs- 
zone unter einer gering doticrtcn Oberflache z. B. der 
i-Si-Schicht 26 vermieden. Die eicktrischc Gate-Zulci- 
tung 40 ist zwischen den Source-Kontakten 37, 38 ange- 
ordnet. 

Als Kontaktmateriaiien eignen sich fOr diesc Si/SiGe- 
CMOD- Anordnung At oder Silizide. 

Die Erftndung ist nicht auf die in den Ausf Qhrungsbet- 
spielcn angegebenen Materialien beschranJct. FQr eine 
vertikale CMOD- Anordnung gemafi den Fig. 4a - c etg- 
net sich beispielswcise eine Halbleiterschichtenfolge auf 
einem semusolierenden GaAs-Substrat aus 

- einer undotierten GaAs- Schicht. 

- einer p " -dotienen GaAlAs-Schicht als Spacer. 

- eincr p^ -dotienen GaAlAs-Schicht, 

- eincr p " -dotierten GaAs-Schicht, 

- einer Puf ferschicht aus GaAlAs oder GaAs, 

- einer undotierten GaAs-Schicht. 

- einer n "dotierten GaAl- Schicht ais Spacer, 

- einer n * -dotierten GaAJAs- Schicht. 

- einer n~ -dotierten GaAl As- Schicht als Spacer, 
und 

- einer n^-dotierten GaAs-Schicht 

FQr eine laterale CMOD-Anordnung gemaB den 
Fig. 5a— c cignet sich z. B. eine Halbleiterschichtenfolge 
auf etn GaAs-Substrat aus 
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- einer GaAs-rMferschkht. 

- einer undotiertcn GaAs-Schicht, 

- einer undotienen GaAIAs-Schicht. und 

- einer undouerten GaAs-Schicht. 

Als Implantationsmaterial fur die p-Bereiche eignet 
sich x B. Be und fOr die n-Bereiche Si. 

PatentansprQche 

10 

1. Lntegrierie Halbletteranordnung, bei der muf ei- 
ncm Halbleitersubstrat mindestens zwei kompic- 
mentare modulationsdoticrte Feldeffekttransisto- 
ren (MODFET) angeordnet sind dadurch gekenn- 
zeichnet, 13 

— daB zumindest zwei kompicmentare MOD* 
FET vertikaJ Oder lateral hintereinander aui 
einem Halbleiiersubstrat angeordnet sind, 

— dafi die komplementaren MODFET einen 
gemeinsamcn symmetrisch abgreifbaren Ga- ro 
te-Kontakt besitzen, und 

— daB fur die komplementaren MODFET ein 
gemeinsamer Drain- Kontakt aua gieichem 
Kontaktmatehal herstcllbar ist 

2. Integrierte HaJbleiteranordnung nach Anspruch 23 

1. dadurch gekennzeichnet, 

— dafi die komplementaren MODFET hinter- 
einander vertikaJ angeordnet sind und 

— daB die Ladungstrager a us einer hochdo- 
tierten Halbleiterschicht des jeweiligen jo 
n- MODFET und p- MOD FET vertikaJ in den 
n-Kanal oder p-Kanal der MODFET trans por- 
tien werden. 

3. lntegrierte HaJbleiteranordnung nach Anspruch 

2, dadurch gekennzeichnet. daB auf einem Si-Sub* 35 
strat (1) eine Si/SiGe -Halbletterschtchtenfolge fflr 
mindestens zwei kornplem en tare MODFET aufge- 
wachsen ist so daB cine Halbletterstruktur entst eht 
bei der der n-MODFET Ubcr dem p- MOD FET an- 
geordnet ist. 40 

4. lntegrierte HaJbleiteranordnung nacb Anspruch 
2, dadurch gckennzeichnet. daB aui einem Si-Sub- 
strat (t) eine Si/SiGe-HaJbleitcrschicht cnfo lgc fur 
mindestens zwei kompicmentare MODFET aufge* 
wachsen ist, so daB eine HaJbleiterstruktur ent- 45 
stent, bei der der p- MODFET uber dem n-MOD- 
FET angeordnet ist 

5. Integhene Halbletteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gckennzeich- 
net, daB sich das 2 wei dimension ale Lochergas so 
(2DHG) des p- MOD FET an der Grenzschicht zwi- 
schen einer undotienen SiGe-Schicht und einer 
p~ -doner ten Si-Schicht bildet. 

6. Integhene HaJbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche 1 bb 4, dadurch ge- 33 
kennzeichnet, dafi sich das zw e idi mensionaie Lo- 
chergas (2DHG) as der Grenzschicht zwischen ei- 
ner undotienen Ge-Schicht und einer p~-dotierten 
SiGe-Schicht bildet. 

7. Integhene Haibleiteranordnung nach einem der to 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net daB sich das zweidimensionaJe Elektronengas 
(2DEG) an der Grenzschicht zwischen einer undo- 
tienen Si-Schicfat und einer n~-doucrten SiGe- 
Schicht bildet 65 
&. Verfahren zur HemeUung einer integhenen 
HaJbleiteranordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gckennzeichnet. 
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— dafi auf ein Halbleitersubstrat (1) cine Halb- 
leiterschichtenfolge fur kompicmentare 
MODFET epitaktisch aufge wachs en wird. die 
zwischen der n- und p- MODFET-Struktur eir 
ne hochdonene Atzstoppschicht(I3) enthilt 

— dafi die obere MODFET-Schichtcnfolge bis 
zur Atzstoppschicbt (13) teilweise durch Mesa- 
Atzen entfernt wird und eine obere MODFET- 
Struktur ( 1 4) hergesteilt wird, 

— dafi anschliefiend die Atzstoppschicht (13) 
entfernt wird und die untere MODFET-Struk- 
tur (13) durch Mesa- Atzen hergesteilt wird 
deran, dafi auBerhaib und zwischen der obe- 
ren MOD FET- Struktur (14) und der unteren 
MODFET-Struktur (13) das Substraf freige- 
legt wird und ein Gate-Bereich (16) hergesteilt 
wird (Fig. 4bX 

— dafi anschliefiend die Source- und Drain- 
Kontakte (18, 18a, 19) hergesteilt werden, der- 
art daB die Source- KontaJcte (18. 18a) auf der 
Oberflachc der unteren und oberen MOD- 
FET-Struktur (14, 15) getrennt angeordnet 
werden oder ein gemeinsamer. die MODFET- 
Struktur en (14, IS) oberlappcnder Drain-Kon- 
takt (19) hergesteilt wird. 

— daB ein die obere und untere MODFET- 
Struktur (14, 15) ubcrlappender Gate -Kontakt 
(20) hergesteilt wird. 

— dafi die elelnrischcn Zuleitungen (21a. 21b, 
21c) zu den Source-, Drain- und Gate- Kon tak- 
ten aui dem Substrat (1) gefuhrt werden, und 

— daB die Gate-Zuieirungen (21 a) zwischen 
den Source- Kontakten (18, 18a) tm Gate-Zu- 
leitungs-Bereich (16) gefuhrt wird (Fig. 4c). 

9. Integhene HaJbleiteranordnung nach Anspruch 
1, dadurch gckennzeichnet. 

— dafi die komplementaren MODFET hinter- 
einander lateral auf dem Substrat angeordnet 
sind, und 

— dafi die Ladungstrager a us implantierten 
Beretchen lateral in den n- und p-Kanal der 
MODFET transportiert werden. 

10. Verfahren zur HersteUung von Source-, Dra in- 
land Gate- Kontakten fOr eine integrierte Haiblei- 
teranordnung nach Anspruch 9, dadurch gckenn- 
zeichnet, 

— dafi in die n- und p-implanrierten Source- 
und Drain- Berciche (27, 28. 29. 30) der komple- 
mentaren MODFET n+- und p^-implanuerte 
Zonen (32, 33. 34, 35) fOr die obmschen Kon- 
ukte eingebracht werden (Fig. 5b), 

— dafi mit einem geeigneten MetaJlisierungs- 
verfahren ein gemeinsamer Drain-Kontakt 
(36) und getrennte Source-Kontakte (37, 38) 
auf der Oberflache der CMOD-Anordnung 
hergesteilt werden. 

— dafi zwischen Source- und Drmin-KontaJc- 
ten (36, 37. 38) ein Gate- Kontakt (39) einge- 
bracht wird (Fig. 5c). 

— dafi der G a te-Kontakt (39) dcrart dimensio- 
niert wird, dafi das Gate- Me tail mit den im- 
plantierten Source- und Drain- Be reichen 
ilberlappt, und 

— dafi die elcktrische Gate-Zuleitung (40) zwi- 
schen den Source- Kon tak ten angeordnet wird. 

11. Integrierte HaJbleiteranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gckenn- 
zeichnet. dafi der Gate- Kon takt ais Schottky-Kon- 



DE 41 01 167 Al 

7 



takt au3gebildet isi. 

12. Iniegnerte Halbleiteranordnung nach cincm 
der AnsprOchc 1 bis 10, dadurch gekenrtzeichnet, 
dafl das Gate als MIS-Oate ausgebtfdei ist. 
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Abstract (Basic) : DE 4101167 A 

The layout for CMOS FETs features a- single gate 
contact and a common drain contact for both transistors. 
The layout is applicable for a variety of semiconductors "* * 
materials and may be configured either vertically or 
laterally. The lateral arrangement for silicon comprises 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe 
buffer layer covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and 
Si (26) layers, P-type (27, 28) and n-type (29, 30) regions 
are formed by implantation and extend to the i-Si layer 
(24) and the i-SiGe layer (25) respectively to enable the 
formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. 

The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36), separate n and p-type 
source contacts (27, 28) and a single gate (39,40) contact, 
the latter being arranged to overlap the implanted p and n- 
type regions to assist channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact width^and substrate 
area required for CMOS FETs. 



